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Pripravil sa depozičný systém pre plazmou podporovanú chemickú depozíciu z pár (PECVD) 
tenkých polovodičových vrstiev zlúčenín uhlíka. Modifikácia spočívala vo výmene starého 
čerpacieho systému za nový- Rootsova výveva. PECVD technológiou sa pripravili tenké 
vrstvy amorfného uhlíka. Výsledky  RBS ukazujú, že koncentrácia uhlíka vo vrstvách málo 
závisí od teploty substrátu počas depozície. Najdôležitejší výsledok je ten, že sp3 hybridizácia 
je silnejšia pri vysších teplotách substrátu počas depozície. PECVD technológiou sa pripravili 
tenké vrstvy karbidu kremíka a nitridu karbidu kremíka. Vlastnosi vrstiev sa študovali 
metódami RBS, ERD, IR, SIMS, SEM, AFM, I-V, C-V. Magnetrónovým naprašovaním sa 
pripravila séria vzoriek na báze uhlíka. Vlastnosti vrstiev sa analyzovali metódami RBS, ERD. 
Z výsledkov vyplýva, že vo vrstvách okrem uhlíka sa nachádza v malých koncentráciách do 2 
at.% kyslík, dusík avšak koncentrácia vodíka je do 10 at.%. Reaktívnym magnetrónovým 
naprašovaním sa pripravili dve série vzoriek karbidu kremíka. Rýchlosť rastu vrstiev sa s 
rastom teploty znižovala až trojnásobne, keď porovnáme rýchlosť rastu pri izbovej teplote 
substrátu s teplotou substrátu 300 °C. Fotoluminiscenčné merania vybraných typov vzoriek 
boli merané pri teplotách 7 K a izbovej teplote (RT). Vo všeobecnosti je PL pri teplote 7 K 
intenzívnejšia ako pri izbovej teplote. PL spektrum merané pri 7 K je posunuté k vyšším 
energiám, v porovnaní s izbovou teplotou. To je pre väčšinu polovodičov typické. Výskum v 
oblasti uhlíkových vrstiev a-C:H(DLC, NCD) bol nasmerovaný na využitie týchto vrstiev vo 
fotokatódach pre lineárne urýchľovače. 
P = 0,4 MW ; nameraná kvantová účinnosť pri energii FH 6 mJ bola 1x 10-3 %. Výskum 
vrstiev SiC(N) bol nasmerovaný na využitie pre technológiu fotovoltaických článkov a tiež pre 
technológiu detektorov UV žiarenia. Prvé výsledky ukázali, že fotoprúdy sú rádovo v piko-
nanoampéroch pri predpätiach do 30 V. 
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Deposition system for plasma enhanced chemical vapour deposition (PECVD) was prepared 
for deposition of semiconductor thin layers of carbon compounds. Modification consist of 
replacement old vaccum pump system with new Roots vaccum pump. With PECVD 
technology was prepared thin amorphous carbon layers. RBS results show that the carbon 
concentration in the layers weakly depend on the substrate temperature during deposition. 
The most important result is that sp3 hybridization is stronger at higher substrate temperature 
during deposition.  PECVD technology was used for preparation of thin silicon carbide and 
silicon carbon nitride films. Properties of films was studied with methods RBS, ERD, IR, 
SIMS, SEM, AFM, IV, CV. Magnetron sputtering technology was used for preparation series 
of carbon-based samples. Properties layers are analyzed using methods RBS, ERD. The 
results show that in carbon layers can be found small concentrations up to 2 at.% oxygen, 
nitrogen, but the hydrogen concentration is up to 10 at.%. With reactive magnetron sputtering 
was prepared two series samples of silicon carbide. Growth rate with the higher temperature 
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decreased up to threetimes, when comparing the growth rate of the samples at room 
temperature with a substrate temperature 300 ° C. Photoluminescent measurements of 
selected types of samples were measured at 7 K and room temperature (RT). In general, the 
PL at 7 K are intense than at room temperature. PL spectrum measured at 7 K is shifted to 
higher energies compared with room temperature. This is typical in most semiconductors. 
Research in carbon layers a-C:H (DLC, NCD) was directed to use these layers in the 
photocathode for linear accelerators
P = 0.4 MW, the measured quantum efficiency at energy 6 mJ FH was 1x10-3 %. Research of 
SiC(N) layers was directed to the use for photovoltaic technology as well as technology for 
UV irradiation detectors. First results show that the photocurrents are  in pico- nanoampere 
region up to 30 V bias. 
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